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Pressemitteilung

lonenstrahlzerstauben - Abscheidung dinner Schich-
ten mit mal3geschneiderten Eigenschaften

Dunne Schichten unterschiedlichster Materialien mit
Schichtdicken im Bereich weniger Nanometer spielen
eine zentrale Rolle in einer Vielzahl von technologischen
Anwendungen, beispielsweise in der Optik, Photovoltaik
oder Mikroelektronik. Die technologischen Anforderun-
gen beim Herstellungsprozess steigen stetig und demzu-
folge auch die Anforderungen bezuglich der Schichtei-
genschaften und deren gezielte Variation zur Anpassung
an unterschiedlichste Anwendungen. Gerade Letzteres
ist eine grof3e Herausforderung und in der Regel nur
durch die Verwendung entsprechender, meist mehrerer
verschiedener Abscheideverfahren umsetzbar.

Ein gangiges und seit mehreren Jahrzehnten auch kom-
merziell genutztes Verfahren zur Abscheidung dinner
Schichten ist das lonenstrahlzerstauben. Hierbei wird ein

Abbildung 1: Experimenteller Aufbau beim lo-
nenstrahlzerstdauben mit lonenstrahlquelle
und Target
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Target, welches das Schichtmaterial darstellt, mit lonen
beschossen, so dass Targetteilchen abgetragen werden,

24l e 08 3 was als Zerstauben bezeichnet wird, die sich dann auf ei-
L < G el oy ¢ nem Substrat als Schicht abscheiden. Trotz der vielfalti-
. o] . m [BSD Xe—=Tio, . .
2.l S ﬁ“?f . eoxe—7 | gen Anwendung, fehlten bisher umfassende systemati-

20

o %[> pO

IESD O, — Tio,
IESD O, — Ti
L

32 3.4 36 38
p [gfem?]

40

sche Untersuchungen zum Prozess, die Aufschluss zu
den Zusammenhangen zwischen Prozessparametern,
Teilcheneigenschaften und Schichteigenschaften geben.

Wissenschatftler des IOM haben sich erstmals mit diesen
Fragestellungen beschéftigt und dabei erstaunliche Er-
kenntnisse gewonnen. So werden die Teilchen- und die
Schichteigenschaften im Wesentlichen durch die Wahl
der Abscheidegeometrie und der lonensorte bestimmt. Durch geeignete Wahl dieser Parameter
konnen Schichteigenschaften Gber einen groRen Variationsbereich gezielt eingestellt werden,
wie etwa strukturelle Eigenschaften, Oberflachenrauigkeit, Zusammensetzung, Massendichte,
Schichtspannung, optischer Brechungsindex oder elektrische Leitfahigkeit.

Die am IOM gewonnenen Erkenntnisse zum Prozess des lonenstrahlzerstaubens sind von gro-
Rer technologischer Relevanz, da diese einerseits zum grundlegenden Verstandnis beitragen
und zum anderen es nunmehr moglich ist, das volle Potential der Abscheidemethode zu nutzen.
Die Mdglichkeit, mit einem einzelnem Abscheideverfahren einen sehr groRen Anwendungsbe-
reich mit variablen Anforderungen abzudecken, ist dabei von besonderer Bedeutung.

Abbildung 2: Variationsbereich des Bre-
chungsindexes n und dessen Korrelation zur
Massendichte p
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